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摘要(译)

公开了一种改进诸如电致发光元件的发光元件的光提取效率的方法。在
基板上，依次堆叠第一电极、发光层和第二电极。该第一电极是反射电
极。第二电极是传输可见光的电极，且从发光层发射的光从第二电极提
取。与第二电极的表面相接触可设置许多细粒。这些细粒具有等于或高
于第二电极的折射系数。通过第二电极的光被细粒散射或折射。因此，
在第二电极与气体之间界面处全反射的光的量得到减少，且光提取效率
得到改进。
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